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(g) Mit Halbleiterbauelementen bestuckte Metallkernleiterplatte 

(§) In der elektrischen Nachrichtentechnik werden die bend- 
tigten Halbleiterbaualemente auf Leiterplatten montiert. 
Moderne Halbleiterbaualemente, wie solche in SOIC-. Flat- 
Pack- und PLCC-Gahausen weisen sehr viela AnschluQfah- 
nen auf und sind zum flach auf der Leiterplatte liegenden 
Einbau ausgebildet. 

Auch bei einem solchen Halbleiterbauelement kann eine so 
hohe Verlustleistung auftreten. da& die Kuhlung aitein durch 
die Luft nicht ausreicht. 

Es ist eine Metallkernleiterplatte bekannt. bei der die 
Halbletterbaueiemente in unmittetbarem Warmekontakt mit 
dem Metallkern stehen. Dazu ist die Leiterplatte unter dem 
Halbleiterbauelement frei von einer Isolierschicht und der 
Metallkern zum Halbleiterbauelement hin gewolbt. 
Es soil eine solche Metallkernleiterplatte angegeben werden, 
bei der die Halbteiterbauelemente an beliebiger Stelle 
■ eingebaut und gut gekuhit sind und die leicht herstellbar ist. 
# Gematt der Erfindung ist die Metallkernleiterplatte ebenfalls 
^ unter dem Halbleiterbauelement frei von einer Isolierschicht, 
^ jedoch ist der Metallkern eben ausgebildet, und die An- 
schlu&fahnen sind entsprechend geformt (Figur 1). 
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Die Erfindung betrifft eine mit Halbleiterbauelemen- 
ten bestUckte Metallkernleiterplaite gemaQ dem Ober- 
begriff des Patentanspruches. 

Der Stand der Technik ergibt sich aus folgenden Ver- 
dffentlichungen: 

1) R. Strauss, SMD Oberflachenmontierte Bauteile, 
VTT- Verlag fur technische Texte, Bonn S. 1 8 ... 23, 

2) DE-OS 38 29 117, 

3) DE-OS 37 08 000, 

4) Zeitschrift "Elektronik" 1988, H. 23, S. 64 . . . 70. 

5) Das SMD-Buch, Surface Mounted Devices, 2. 
Auflajge 1985 Herausgeber: ESKOSE GmbH. 7141 
Moglingen. S. 7 ... 9. 

In der elektrischen Nachrichtentechnik, aber auch auf 
anderen Gebieten der Elektrotechnik, ist es Qblich» zum 
Aufbau von GerSten und Baugruppen die bendtigten 
Halbleiterbauelemente, z. B. Transistoren und integrier- 
te Schaltungen» sowie die passiven Bauelemente auf Lei- 
terplatten zu montieren. 

Moderne Halbleiterbauelemente, wie zum Beispiel 
soJche in SOIC- (Small Outline Integrated Circuit). Flat- 
Pack- und PLCC-(Plastic-Leaded-Chip-Carrier-) Ge- 
hSusen weisen sehr viele AnschluBfahnen auf unci sind 
deshalb zum flach auf der Leiterplatte liegenden Einbau 
ausgebildet Zum Zwecke der KQhlung ist ein solches 
Bauelement so ausgebildet daD die in ihm entstehende 
Wdrme vorwiegend Qber seine der Leiterplatte abge- 
wandten Rachen abgegeben wird. Einzeiheiten der 
oben genannten und weiterer Gehsiuse finden sich in (1). 

Auch bei einem solchen Halbleiterbaueiement kann 
eine so hohe Verlustleistung auftreten. daB die KOhlung 
allein durch die das betreffende Halbleiterbaueiement 
unmittelbar umgebende Luft nk:ht ausretcht. 

Aus (2) ist eine mit Halbleiterbauelementen besiQckte 
Metallkemleiterplatte bekannt, bei der die Halbleiter- 
bauelemente in unmittelbarem Wftrmekontakt mit dem 
Metallkern stehen. Dazu ist die Leiterplatte unter dem 
jeweiligen Halbleiterbaueiement frei von einer Isoiier- 
schicht Dies wird erreicht, indem der Metallkern an der 
jeweiligen Stelle zum Halbleiterbaueiement bin ge- 
wdlbt ist Nachteilig ist daB der Metallkern genau pas- 
send zur beabsichtigten BestQckung vorgepr^gt sein 
muQ. Dadurch ist man in der Wahl des Werkstoffes fur 
den Metallkern und seiner Dicke eingeschrankt da nur 
verbal tnismaBig weiche Werkstoffe geringer Dicke in 
Frage kommen. AuBerdem erfordert das Pragen einen 
aufwendigen Arbeitsgang in der Fertigung. 

Der Erfindung liegt folgende Aufgabe zugrunde: Es 
soil eine mit Halbleiterbauelementen bestuckte Metall- 
kemleiterplatte angegeben werden, bei der die Halblei- 
terbauelemente an beliebiger Stelle auf der Leiterplatte 
eingebaut und gut gekOhlt sind und die leicht herstellbar 
ist 

Diese Aufgabe wird durch die Lehre gemtB dem Pa- 
ten tanspruch geldst. 

Aus (3) sind Leiterplatten mit einem ebenen Metall- 
kern an sich bekannt 

Die Erfindung wird anhand eines in den Fig. 1 und 2 
dargestellten Ausfuhrungsbeispieles beschrieben. In der 
Fig. 1 ist ein Ausschnitt aus der erfindungsgem^Qen 
Leiterplatte dargestellt In der Fig. 2 ist ein zum Aufbau 
vorbereitetes Halbleiterbaueiement dargestellt. 

Es wird zundchst die Fig. 1 beschrieben. In ihr bedeu- 
ten: 



LP eine Leiterplatte, 

151 eine erste Isolierschicht 

152 eine zweite Isolierschicht 
MK ein Metallkern, 

5 IC ein Halbleiterbaueiement 
AF AnschluQfahnen, 
LB Leiterbahnen, 

WA die warmeabgebende Seite des Halbleiterbauele- 
menies. 

10 Die Leiterplatte LP weist einen Metallkern MK. eine 
erste Isolierschicht ISi und eine zweite Isolierschicht IS2 
auf. 

Auf der Leiterplatte LP sind Halbleiterbauelemente 
montiert Als Beispiel ist hier eines in der Form eines 

15 SOIC-Gehauses dargestellt Es ist mit seiner warmeab- 
gebenden Seite WA unter Verwendung eines wSrmelei- 
tenden KJebers oder einer Warmeleitpaste am Metall- 
kern MK befestigt Dazu ist an der betreffenden Stelle 
die Leiterplatte LP frei von der jeweiligen Isolierschicht 

20 Hier ist es die erste Isolierschicht ISi. D.h^ das Halblei- 
terbaueiement IC befindet sich mit seiner w^rmeabge- 
benden Seite WA nur Qber einen w^rmeleitenden Kle- 
ber Oder uber eine Warmeleitpaste in Wirmekontakt 
mit dem Metallkern MK. So wird die in Halbleiterbau- 

25 element IC entstehende Warme uber den Metallkern 
MK und von dort in nichi dargestellter Weise an die 
Umgebung abgegeben. 

Es ist hier von der erfindungsgemaBen Leiterplatte 
nur der Bereich des Halbleiterbauelemen tes IC darge- 

30 stellt Dieser Bereich umfafit die von der Isolierschicht 
freie Stelle unter dem Halbleiterbaueiement sowie die 
Ldtstellen der AnschluQfahnen an die Leiterbahnen. In 
diesem Bereich ist der Metallkern eben ausgebildet 
Anhand der Fig. 2 werden Einzeiheiten des verwen- 

35 deten Halbleiterbauelementes beschrieben. Es handelt 
sich um eines mit Mdwenschwingen- (Gull-Wing-)An- 
schlufifahnen. Dieser Begriff wird in (4), S. 70, linke Spal- 
te, erlautert. Gestrichelt ist die fur die herkommliche 
EInbaulage vorgesehene Form der AnschluQfahnen ein- 

40 gezeichnet Bei der herkdmmlichen Einbaulage ist die 
Unterseite US der Leiterplatte zugewandt Die An- 
schluQfahnen ragen mit dem MaQ dt Qber die Unterseite 
US hervon so daB sich beim herkdmmlichen Einbau ein 
Spalt zwischen der Unterseite und der Leiterplatte er- 

45 gibt Es ist aus (5), Seite 9, tinke Spalte, bekannt diesen 
Spalt zwecks W^rmeableitung uber eine aus Keramik 
bestehende Leiterplatte mit Warmeleitpaste auszuful- 
len. 

Das hier dargestellte Halbleiterbaueiement ist so aus- 

50 gebildet daQ die in ihm entstehende Warme beim her- 
kdmmlichen Einbau zum groQten Teil uber die der Lei- 
terplatte abgewandten Seite abgegeben wird, d. h, die 
der Unterseite US gegeniiberliegende Seite ist die war- 
meabgebende Seite WA, 

S5 Zum Aufbau des Halbleiterbauelementes auf die er- 
findungsgemaBe Leiterplatte sind die AnschluQfahnen 
AF in Richtung der warmeabgebenden Seite WA gebo- 
gen, jedoch so. daQ sie um das MaQ d2 hinter der Ebene 
der warmeabgebenden Seite zuruckstehen. Das MaQ d2 

60 ist so unter Berucksichtigung der Dicke der ersten Iso- 
lierschicht ISi und der Dicke der Leiterbahnen gewahU, 
daQ beim Aufbau auf die Leiterplatte einerseits die war- 
meabgebende Seite WA auf dem Metallkern MK auf- 
liegt und andererseits die AnschluQfahnen AF auf den 

65 Leiterbahnen LB aufliegen. 

Eine M6glichkeit zur Herstellung der Leiterplatte be- 
steht darin, daQ man von einem beiderseitig ganz mit 
Isolierschichten beschichteten Basismaterial ausgeht 
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und an den zur erfindungsgemaBen Bestuckung vorge- 
sehenen Stellen die erste IsoHerschicht durch FrSsen 
entfernt. Dieses partielle Wegfrasen der ersten Isolier- 
schicht l^Qt sich mit nur wenig Aufwand vornehmen, 
denn bei der Herstellung solcher Leiierplatien ist ubii- 5 
cherweise eine UmriBbearbeitung auf einer numerisch 
gesteuerten Frasmaschine noiwendig. Diese Frasma- 
schine laOt sich so programmieren, daQ sie auch noch die 
erste IsoHerschicht partiell wegfrdsL 

Die erfindungsgemaOe Elektronik-Baugruppe eignet 10 
sich auQer fOr lerresirische Anwendung auch fiir Raum- 
fahrtanwendung, z. B. in einem Nachrichtensatellit. Das 
Fehlen jegiicher Atmosphare wirkt sich wegen der War- 
meableitung uber den Metallkern nicht nachteiiig aus. 
Es genugt. wenn fUr eine ausreichende Warmeabgabe 15 
vom Metallkern an die Umgebung gesorgt ist 

Patentanspruch 

Mit Halbleiterbauelementen bestuckte Metallkern- 20 
leiierplatte, wobei die Metallkernleiterplaite unter 
dem jeweiligen Halbleiterbauelement frei von ei- 
ner IsoHerschicht ist. dadurch gekennzeichnet, 
daB der Metallkern (MK) im Bereich des jeweiligen 
Halbleiterbauelementes (IC) eben ausgebildet ist 25 
und dafl die AnschluBfahnen (AF) des jeweiligen 
Halbleiterbauelementes (IC) so geformt sind, daB 
seine warmeabgebende Seite (WA) auf dem Me- 
tallkern (MIC) aufliegt und die AnschluBfahnen 
(AF) auf den Leiterbahnen (LB) aufliegen. 30 
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Abstract 



The insulating coating (IS1 ) on one side of the core (IVIK) is removed from under the chip (10), whose hotter side (WA) rests in 
contact with the core (MK) through thermally conductive adhesive paste. 

Gull-wing leads (AF) at the edges of the chip (IC) are bent Into contact with conductive tracks (LB) near the edges of the 
discontinuous insulation (IS1). The coating (iS2) on the other side covers the whole surface of the metallic core (MK). 
USE/ADVANTAGE - On telecommunication satellites where air cooling is insufftcient, semiconductor components can be mounted 
anywhere on board with adequate heat dissipation into metal. 
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